IN 5 ! 



INSTITUT fig 



NATIONAL OE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



BREVET D'INVENTION 



CERTIFICAT D'UTILITE • CERTIFICAT D'ADDITION 



COPIE OFFICIELLE 



Le Directeur general de I'lnstitut national de la propriete 
industrielle certifie que le document ^-annexe est la copie 
certifiee conforme d'une demande de titre de propriete 
industrielle deposee a I'lnstitut. 

Fait a Paris, le UM M 



Pour le Directeur g6n6ral de I'lnstitut 
national de la propriete" industrielle 
Le Chef du Departement des brevets 




Martina PLANCHE 



INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



SIEGE 

26 bit, rue dt Saint Peterebourg 
75800 PARIS CMcxOa 
Ttttpbom ; 01 53 04 53 0* 
Ttleeopte:0M2 93 5930 



DB 267/250298 



ETARLISIEMENT PUBLIC NATIONAL CREE PAR LA LOI N* 51-444 DU It AVRIL 1SS1 




■ 1*«TITUt 
NATIONAL DS 

la pnniiii 
iMDuaraiCLLi 



26 bis, rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 01 53 04 53 04 Telecopie : 01 42 93 59 30 
_______ Reserve a I'lNPl — 



BREVET D'INVENTION, 

.Code de la propri6te intellectuetle-Uvre VI 
REQUETE EN DltUVRANCE 
Confirmation <f un depftt par telecopie Q 

Cct imprint* est a rentptir a fencra noire en letups opitakn 



TIFICAT DUTILITE 



N° 55 -1328 



DATE DE REMISE DES PIECES 
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 



Q9.NQV1998 



, . a c 98 14073 - 

DEPARTEMENT DE DEPOT 

DATE DE DEPOT Q % f|QV, 1998 



N0M ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAiRE 
A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE 

RINUY, SANTARELLI 
14, avenue de la Grande Armee 
75017 PARIS 



demande Initiate 



2 DEMANDE Nature du tftre de propriete todustrlette 
Jg] brevet dlnvention □ demande divisionnaire 

Q certificat d*utitite Q transformation d'une demande 

de brevet europeen r-j breve{ d , invention__ □_certificaU'uti!itt n" 

Etablissement du rapport de recherche O differ* Q9, immediat 

Le demartdeur. personne physique, requtert le paiement echelonne de la redevartce Q oui □ non 



n°du pouvoir permanent references du correspondant 



telephone 



BIF022111/PR/EP 01 40 55 43 43 



date 



frtre de Pinventtoo (200 caracteres maximum) 



Nouveau procede de po lis sage mecano-chimique selectif entre une couche 
d'oxyde de silicium et une couche de nitrure de silicium. 



3 DEMANDEUR (S) n* siren j 



coda APE-WAF 



Nom et prenoms (souligner te nom patronymique) ou denomination 

CLARIANT (FRANCE) S.A. 



Forme juridique 

Society Anonyme 



NattonaDte (s) 



FRANCAISE 



Adresse (s) complete (s) 

70, Avenue du President Wilson, 
92800 PUTEAUX, FRANCE. 



Pays 

FRANCE 



En ca* dnnsufftance d« p«ac», poursuiwre *ur papier fibre Q 



4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont tes demandeurs 



| | oui non Si la reponse est non. foumir une designation parte 



5 REDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES 



| — | requtse pour la lens fois Q requise anterieunsment au depflt ; joindre copte de la decision (fadmission 



6 DECLARATION DE PWORtTE 0U REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE 
pays rfortglne numero date de depot 



nature de la demande 



7 DIVISIONS arrtfrrieures a ta presents demande n* 



data 



date 



8 Signature du demandeur ou du mandataire 

{nom et quaRte du signataire - n* dlnscriptton) 

Bruno QUANT IN N°92 
RINUY, SANTARE 




SIGNATURE DU PREPOSE A LA RECEPTION SIGNATURE APRES ENREGtSTREMENT DE LA DEMANDE A L'INPI 




■ IMSTtTUT 

■atiokal am 
ui fROfiitn 



BREVET D'lNVENT^, CERTIFICAT D'UTIUTE 



DESIGNATION DE L'INVENTEUR 

(si le demandeur n'est pas I'inventeur ou ('unique inventeur) 




■ MOUSTI1SLLE 

BIF022111/FR/EP 


tT D'ENREGISTREMENT NATIONAL 


DIVISION ADMINISTRATIVE DES BREVETS 




26bis, rue de Saint-Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Tel. : 01 53 04 53 04 - Telecopie : 01 42 93 59 30 





TTTRE DE INVENTION : 

Nouveau procede de polissage mecano-chimique selectif entre 

une couche d'oxyde de silicium et une couche de nitrure de 
silicium. 



LE(S) SOUSSIGNE(S) 

Societ6 Anonyme CLARIANT ( FRANCE ) S.A. 



DESIGN E(NT) EN TANT QU'INVENTELIR(S) (indiquer nom, prenoms, adresse et souligner le nom patronymtque) : 
JACQUINOT Eric 

4, rue de la Pierre Sautee, 
60350 TROSLY BREUII., France. 

LETOURNEAU Pascal 
1394, route de Tutegny, 
01170 CESSY, France. 

RIVOIRE Maurice 

38, Chemin de la Taillat, 

38240 MEYLAN, France. 



N0TA : A titre exceptionnel, le nom de rinventeur peut etre suivi de celui de la societe a laquetle il apparent (societe d'appartenance) 
lorsque celle-ci est differente de la societe deposante ou titulaire. 

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) jp^flj mandataire 

9 Novembre 1998 




Bruno QUapiN N° 92. 1206 
RINUVT SANTARELLI 



1 



La pr6sente invention concerne de nouvelles compositions 
abrasives pouvant etre mises en oeuvre notamment lors de proc6d§s de 
polissage mecano-chimique de couches d'oxyde de silicium et de nitrure de 
silicium utilisees dans rindustrie micro-eiectronique des semi-conducteurs, et pius 
5 particulierement, lors de la realisation de circuits integres. 

Des compositions abrasives a base de silice colloidale basique et 
d'agents tensioactifs sont utilises pour le polissage du silicium primaire. Cette 
operation primaire est suivie d'un certain nombre d'autres operations en vue de la 
realisation de circuits integres. 
10 Au cours de la realisation de circuits integres, il peut s'averer utile 

de disposer de compositions abrasives de polissage mecano-chimique 
presentant une selectivity elev6e de la Vitesse de polissage entre I'oxyde de 
silicium et le nitrure de silicium, la seiectivite etant le rapport entre les vitesses 
d'abrasion de Tun et I'autre substrat. L'oxyde de silicium peut etre, soit obtenu par 
15 diffusion d'oxygene a haute temperature sur la plaquette de silicium (oxyde 
thermique ou Si0 2 ). soit depose sur la plaquette de silicium (oxyde de 
tetraethoxysilane par exemple ou TEOS). 

Lors de la realisation de circuits integres, une des premieres etapes 
consiste a definir les zones actives des differents transistors constituent les 
20 circuits. Ces zones actives doivent etre isoiees les unes des autres, au moyen 
d'une zone d'oxyde de silicium, materiau eiectriquement isolant. Ces motifs 
d'oxyde de silicium etaient jusqu'alors le plus souvent definis par la technique 
d'oxydation locale du silicium (LOCOS). 

La reduction des dimensions des dispositifs interdit dorenavant 
25 cette technique dont le principal inconvenient est de g6nerer en bordure de zone 
d'oxydation un espace ind6sirable, appele bee d'oiseau. L'oxydation LOCOS est 
done aujourd'hui le plus souvent remplac6e par la technique STI (shallow trench 
isolation) qui consiste £ g6n6rer par gravure ionique reactive des tranch6es 
abruptes dans le silicium, puis a les remplir d'un oxyde depose de type TEOS. 



Cette couche d'oxyde de silicium doit etre ensuite aplanie grace a 
une 6tape de polissage mecano-chimique. Un degr6 d'aplanissement 6leve de 
cette 6tape est primordial. 

Un moyen d'ameliorer le degre d'aplanissement est de deposer sur 

5 les cr§tes entre les tranchees une couche de nitrure de silicium (en pratique le 
nitrure de silicium est habituellement depose sur toute la surface de la plaque de 
silicium, puis Tensemble est grave en creux pour r6aliser des tranchees, et de ce 
fait le nitrure de silicium se retrouve sur les cretes entre les tranches), puis de 
d6poser une couche d'oxyde de silicium pour combler les tranches. Get oxyde 

1 0 install^ en exces d6borde des tranchees et vient recouvrir le nitrure de silicium. 

La couche d'oxyde de silicium est ensuite aplanie a Faide de 
compositions abrasives jusqu'a atteindre la couche de nitrure de silicium qui joue 
alors le role de couche d'arret de I'abrasion, a condition que la selectivity de 
vitesses de polissage entre I'oxyde de silicium et le nitrure de silicium soit yievee. 

15 Dans la littyrature, G.G. Lisle et al, US 5.759.917, ont decrit une 

suspension aqueuse de polissage m6cano-chimique comprenant 0,1 £ 4 % en 
poids d'ammonium c6rium nitrate et 0,1 a 3 % en poids d'acide acetique. Cette 
suspension de polissage £ un pH compris entre 3,8 et 5,5 presente une 
selectivity de polissage PETEOS/Nitrure de silicium inferieure ou 6gale a 35, 

20 c'est ^ dire que I'oxyde de silicium est abras6 35 fois plus vite que le nitrate de 
silicium. Une partie de ('ammonium cerium nitrate peut etre remplacee par de la 

silice pyrog6n6e. 

De plus, S.D. Hosali et al US 5.738.800, ont mentionne le polissage 
d'un composite comprenant de la silice et du nitrure de silicium par une 

25 composition de polissage comprenant de 0,2 a 5 % en poids d'oxyde de cerium, 
0,5 3 3,5 % de potassium hydrogene phtalate comme agent chelatant, et 0,1 & 
0,5 % d'un agent tensioactif fluor6. La composition a 6t§ amenee a pH neutre par 
addition d'une base. De la silice peut etre ajoutee aux compositions polissantes. 
Avec les meilleures compositions decrites, on peut atteindre une selectivity de 

30 polissage d'environ 300. 



II serait done souhaitable de disposer d'une composition procurant 

une haute selectivity d'abrasion. 

Or, la demanderesse a constate de facon surprenante et inattendue 
que I'addition d'une faible quantite d'un agent tensioactif a une suspension 
aqueuse acide de particules de silice colloTdale individualisees, non liees entre 
elles par des liaisons siloxanes, permettait de reduire tres fortement la Vitesse de 
polissage du nitrure de silicium (Si 3 N 4 ), tout en conservant la vitesse de polissage 
de I'oxyde de silicium (oxyde thermique ou oxyde de tetraethoxysilane). Cela se 
traduit par une augmentation considerable de la selectivity de polissage oxyde de 
silicium / nitrure de silicium pouvant atteindre des valeurs jusqu'a 500. 

La presente invention a done pour objet une composition abrasive 
pour Industrie des circuits integres. caracterisee en ce qu'elle comprend ou est 
de preference constitu6e d'une suspension aqueuse acide de particules de silice 
colloTdale individualisees, non liees entre elles par des liaisons siloxane et un 
agent tensioactif. 

Les particules de silice colloTdale des suspensions aqueuses acides 
de la presente invention ont avantageusement un diametre moyen compris entre 
1 2 et 1 00 nm, de preference entre 35 et 50 nm. 

De telles suspensions aqueuses de silice colloTdale peuvent etre 
obtenues, soit a partir de silicates alcalins en particulier de sodium ou de 
potassium, soit a partir de silicate d'ethyle. Dans les deux cas, a partir des 
moyens connus de I'homme de I'art et decrits plus particulierement dans K.K. Her 
dans 'The Chemistry of silica", chapitre 9, pages 331 a 343, Ed. Wiley 
Interscience, 1979, on peut obtenir des suspensions aqueuses acides de silice 
colloTdale contenant des particules individualisees. non liees entre elles par des 
liaisons de type siloxane de diametre compris entre 12 et 100 nm. 

Le pH de telles suspensions aqueuses acides de silice colloTdale 
est preferentiellement compris entre 1 et 5 et tout particulierement entre 2 et 3. 

La presente demande a notamment pour objet une composition 
abrasive ci-dessus dans laquelle la concentration de la substance polissante, 
e'est-a-dire de la silice colloTdale, est comprise entre 5 et 50 %, notamment entre 



20 & 40 %, particuii&rement entre 25 a 35 %, et tout particulierement de 30 % en 
poids environ. 

L'agent tensioactif utilise permet de reduire tres fortement la Vitesse 
de polissage du nitrure de silicium, tout en conservant la vitesse de polissage de 
5 I'oxyde de silicium. On obtient done un polissage selectif de I'oxyde de silicium 
par rapport au nitrure de silicium. 

La quantite d'agent(s) tensioactif(s) utilisee dans la composition de 
polissage correspondra avantageusement a une concentration volumique 
comprise entre 0,001 % et 5 %, notamment comprise entre 0,005 et 2 % et tout 
10 preferentiellement a une concentration volumique de 0,01 a 1 %. Les agents 
tensioactife utilises pourront etre des produits diffuses commercialement, comme 
par exemple ceux cites ci-apres dans les exemples. 

On a constate que si I'on voulait realiser des compositions de 
polissage pourvue d'une bonne duree de conservation dans le temps, il fallait 
15 utiliser pr^ferentiellement les agents tensioactifs de type anionique ou non 
ionique par rapport aux agents tensioactifs cationiques qui tendent a destabiliser 
les solutions aqueuses acides de polissage a base de silice colloidale et done a 
diminuer la dur£e de conservation des compositions abrasives. On utilisera tout 
pr6ferentiellement les agents tensioactifs anioniques pour lesquels la 
20 demanderesse a obtenu des r§sultats inattendus et trSs probants. 

Les compositions selon invention pr^sentent de remarquables 
qualites et notamment : 

- une selectivity de polissage Si0 2 /Si 3 N 4 pouvant etre ajustee dans une 
gamme de valeurs etendue (de 5 a 500) en fonction de la concentration 

25 d f agents tensioactife, Taugmentation de la concentration augmentant 
habituellement la selectivity. 

- un excellent 6tat de surface de la couche d'oxyde de silicium polie 

- une uniformity de polissage de I'oxyde de silicium am£lioree 
un tres bon effet d'aplanissement. 

30 Elles justifient Tutilisation des compositions selon Invention, 

notamment pour la r6alisation d'abrasifs pour I'industrie des circuits int6gres. 



C'est pourquoi la pr6sente invention a aussi pour objet un abrasif 
pour le polissage m6cano-chimique dans I'industrie des circuits integr6s, 
caracteris6 en ce qu'il comprend un tissu imprSgne d'une suspension aqueuse 
acide de silice colloTdale de pH compris entre 1 et 5, contenant des particules 
individualists non li£es entre elles par des liaisons siloxanes de diametre 
compris entre 12 et 100 nm, et un agent tensioactif de preference de type 

anionique ou non ionique. 

(.'invention a enfin pour objet un proc6de pour le polissage 
m6cano-chimique dans Industrie des circuits integr6s dans lequel on frotte une 
couche d'oxyde de silicium a I'aide d'un support impr§gn§ d'une composition 
abrasive, caract§ris6 en ce que la composition abrasive comprend une 
suspension aqueuse acide de particules de silice colloTdale individualists, non 
li6es entre elles par des liaisons siloxanes et un agent tensioactif. 

Les conditions pr<§ferentielles indiqu6es ci-dessus pour les 
compositions abrasives de Invention s'appliquent autres objets de I'invention. 

On comprendra mieux la portee de celle-ci en se r§ferant aux 
exemples cites ci-dessous qui ont pour but d'6clairer les avantages de I'invention. 

Exemple 1 : 

Exemple de polissage mScano-chimique de plaquettes avec des 
abrasifs a base de suspensions aqueuses a pH acide de silice colloTdale et 
d'agent tensioactif anionique de type n-alcanesulfonate secondaire. 

Sur chaque plaquette de silicium est r^alisee une croissance 
thermique d'oxyde de silicium (appelS par la suite Si0 2 ) de 6000 A d'Spaisseur ou 
un d6pdt de nitrure de silicium (appete par la suite Si 3 N 4 ) de 1600 A d'epaisseur. 

Les plaquettes ainsi realisees sont ensuite polies sur polisseuse 
PRESI 2000 avec les conditions de polissage suivantes : 

- force d'appui : 0.5 daN/cm 2 

- vitesse du plateau : 30 tours/mn 

- vitesse de tete : 42 tours/mn 

- temperature de I'abrasif : 10°C 



ctebit d'abrasif : 1 00 cm 3 /mn 

. tissu : IC 1400 (Rodel) 

Avec une suspension aqueuse acide de silice collofdale dont les 
caracteristiques sont les suivantes : 
5 - pH de la suspension aqueuse : 2 > 5 
- diametre moyen des particules elementaires de silice collofdale : 50 nm 
concentration ponderale en silice collofdale : 30 % 

et avec un agent tensioactif de type alcane sulfonate secondare 
ayant une longueur de chaine de 13 a 18 atomes de carbone et de poids 
10 moteculaire moyen d'environ 328, commercialis6 par la Societe Clariant sous le 
nom ©Emulsogen EP. 

On a obtenu les resultats suivants : 



Tableau N°1 

15 



Essais 


Emulsogen EP 
%(vol) 


Vitesse de polissage 
Si0 2 (A/mn) 


Vitesse de polissage 
Si 3 N 4 (A/mn) 


Selectivity de polissage 
Si0 2 / Si 3 N 4 


1 


0,25 


1151 


9 


128 


2 


0,50 


1232 


7 


176 


3 


1,00 


1273 


9 


141 


4 


0 


1145 


527 


2 



Par rapport au temoin sans agent tensioactif (echantillon 4) on 

constate : 

- une Vitesse de polissage iegSrement accrue de la couche d'oxyde de silicium 
20 en fonction de la quantite d'agent tensioactif anionique utilisee, 

- une diminution tres importante de la vitesse de polissage de la couche du 
nitrure de silicium en fonction de la quantite d'agent tensioactif anionique 
utilisee, meme avec des quantites faibles d'agent tensioactif, 



d'ou une selectivity de polissage SiO z /Si 3 N 4 tres largement ameliore=e 
passant de 2 (sans agent tensioactif anionique) & des valeurs comprises 
entre 128 et 176 en presence de 0,25 £ 1 % d'agent tensioactif anionique, 
un excellent etat de surface de la couche d'oxyde de silicium polie, 
une uniformity de polissage de I'oxyde de silicium amelioree. 



Exemole 2 

Avec des suspensions aqueuses acides de silice colloTdale et 
d'agent tensioactif anionique analogues a cedes de I'exemple 1, on a etudie la 
Vitesse de polissage d'une couche de tetraethoxysilane (TEOS) deposee sur une 
plaquette en silicium par rapport $ la vitesse de polissage d'une couche en nitrure 
de silicium (Si 3 N 4 ) deposee sur une plaquette de meme type en silicium. 

Dans les memes conditions operatoires que dans I'exemple 1, mais 
avec une suspension aqueuse acide de silice colloTdale dont les caracteristiques 
sont les suivantes : 

- pH de la suspension aqueuse : 2 ' 5 

- diametre moyen des particules elementaires de silice colloidale : 35 nm 

- concentration ponderale en silice colloTdale : 30 % 
et avec un agent tensioactif anionique de type n-alcanesulfonate secondaire, 
analogue a celui de I'exemple 1, on obtient les rSsultats suivants : 
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Tableau n°2 



Essais 


Emulsogen EP 
%(vol) 


Vitesse de polissage 
TEOS (A/mn) 


Vitesse de polissage 
Si 3 N 4 (A/mn) 


Selectivity de polissage 
Si0 2 /Si 3 N 4 


5 


0,05 


2007 


98 


20 


6 


0,10 


1989 


24 


83 


7 


0,50 


2193 


7 


313 


8 


1,00 


2075 


4 


520 


9 


0 


1905 


438 


4,4 



Par rapport au ternoin sans agent tensioactif (echantilion 9), on 

5 constate : 



- une legere augmentation de la vitesse de polissage du depot de TEOS, 
quand on ajoute de I'agent tensioactif anionique a la solution de polissage 
aqueuse acide de silice colloTdale, 

10- une tres forte diminution de la vitesse de polissage du nitrure de silicium plus 
on augmente la quantite d'agent tensioactif anionique utilisee, 
- d'ou une selertivite de polissage TEOS / Si 3 N 4 tres largement amelioree 
passant de 4,4 (sans agent tensioactif anionique) a 520 (en presence de 1 % 
d'agent tensioactif anionique de type n-alcanesulfonate secondaire) 

15- un excellent etat de surface de la couche d'oxyde TEOS polie 

- une uniformite de polissage de I'oxyde TEOS amelioree. 



Exemple 3 

Dans les memes conditions operatoires que dans I'exemple 1 , mais 
avec une suspension aqueuse acide de silice colloidale dont les caracteristiques 
sont les suivantes : 

pH de la suspension aqueuse : 2 - 5 
- diametre moyen des particules elementaires de silice colloidale : 35 nm 



concentration ponderale en silice colloTdale : 



30% 



et avec un agent tensioactif qui est le dodecylsulfate de sodium, on obtient les 
r£sultats suivants : 

Tableau n°3 



Essais 


Dodecyl sulfonate 
de sodium %(vol) 


Vitesse de polissage 
Si0 2 (A/mn) 


Vitesse de polissage 
Si 3 N 4 (A/mn) 


Selectivity de polissage 
Si0 2 /Si 3 N 4 


10 


0,5 


1224 


18 


68 


11 


0 


1308 


438 


3 



Par rapport au temoin sans agent tensioactif (echantillon 11), on 

constate : 

- une Vitesse de polissage de la couche d'oxyde de silicium legerement 
1 0 diminu£e avec 0,5 % de dodecylsulfate de sodium, 

- une diminution tr£s importante de la vitesse de polissage de la couche de 
nitrure de silicium avec 0,5 % de dodecylsulfate de sodium, 

- d'ou une selectivity de polissage largement amelior6e passant de 3 (sans 
dodecylsulfate de sodium) a 68 avec 0,5 % de dodecylsulfate de sodium. 

15 

Exemple 4 

Dans les memes conditions op6ratoires que dans Texemple 3 mais 
en polissant une couche d'oxyde TEOS £ la place de la couche de Si0 2 
thermique de I'exemple 3, on obtient les r6sultats suivants : 

20 

Tableau n°4 



Essais 


Dodecyl sulfonate 
de sodium %(vol) 


Vitesse de polissage 
TEOS (A/mn) 


Vitesse de polissage 
Si 3 N 4 (A/mn) 


Selectivity de polissage 
Si0 2 /Si 3 N 4 


12 


0.5 


1687(17%) 


18 


94 


13 


0 


1905 (11%) 


438 


4,4 
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Par rapport au temoin sans agent tensioactif (echantillon 13) on 

constate : 

- une tegere diminution de la vitesse de polissage du depot de TEOS quand 
on ajoute 0,5 % de dodecylsulfate de sodium, 

- une tres forte diminution de la vitesse de polissage du nitrure de silicium, 

- d'ou une selectivity de polissage TEOS/Si 3 N 4 tres largement amelioree 
passant de 4,4 (sans agent tensioactif) a 94 (en presence de 0,5 % de 
dodecylsulfate de sodium). 



10 Exemple de comparaison 1 

Dans les memes conditions que I'exemple 1, mais en utilisant une 

suspension aqueuse de silice colloidale dont les caracteristiques sont les 
suivantes : 

- pH de la suspension aqueuse : 7 
1 5 - diam&re moyen des particules Slementaires de silice colloidale : 50 nm 

- concentration pondSrale en silice colloidale : 30 % 

et un agent tensioactif de base n-alcane sulfonate secondare analogue a celui 
de I'exemple 1, on obtient les r6sultats suivants : 

Tableau n°5 



20 



Essais 


Emulsogen EP 
%(vol) 


Vitesse de polissage 
TEOS (A/mn) 


Vitesse de polissage 
Si 3 N 4 (A/mn) 


Selectivity de polissage 
Si0 2 /Si 3 N 4 


14 


1,00 


1690 


534 


3,2 


15 


0 


1662 


504 


3,3 



On constate dans cet exemple que I'utilisation d'une suspension de 
silice colloTdale a pH neutre en association avec 1 % d'Emulsogen EP ne modifie 
25 pas les vitesses de polissage de la couche de TEOS et de la couche de Si 3 N 4 
par rapport aux compositions sans agent tensioactif anionique, d'ou une non 



11 

amelioration de la selectivity de polissage SiO z / Si 3 N 4 qui reste au niveau de 3,2- 
3,3, ce qui est mauvais dans le cadre de la presente invention. 



10 



Exemple nom paraison 2 

Dans les memes conditions que I'exemple n°1, mais avec une 
suspension de silice colloTdale dont les caracteristiques sont les suivantes : 

- pH de la suspension aqueuse : 1 1 

- diame>tre moyen des particules §l6mentaires de silice colloTdale : 50 nm 

- concentration ponderale en silice colloTdale : 30 % 
et un agent tensioaclif de type n-alcanesulfonate secondaire analogue a celui de 
I'exemple 1 , on obtient les r^sultats suivants : 



Tableau n°6 



Essais 


Emulsogen EP 
%(vol) 


Vitesse de polissage 
Si0 2 (A/mn) 


Vitesse de polissage 
Si 3 N 4 (A/mn) 


Selectivity de polissage 
Si0 2 /Si 3 N 4 


16 


0,50 


1588 


492 


3,2 


17 


1,00 


1556 


501 


3,1 


18 


0 


1555 


495 


3,1 



15 

On constate dans cet exemple, que I'utilisation d'une suspension de 
silice colloTdale a pH basique en association avec 0,5 a 1 % d'Emulsogen EP ne 
modifie pas les vitesses de polissage de la couche d'oxyde SiO z et de la couche 
de Si 3 N 4 , d'ou une absence ^amelioration de la selective de polissage Si0 2 / 
20 Si 3 N 4 qui reste au niveau de 3,1 - 3,2 , ce qui est mauvais dans le cadre de la 
presente invention. 
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RFVEND1CATIONS 



1. Une composition abrasive pour Industrie electronique des 
circuits integr§s t caracterisee en ce quelle comprend une suspension aqueuse 

5 acide de particules de silice colloTdaie individuates, non liees entre elles par 
des liaisons siloxanes et un agent tensioactif. 

2. Une composition abrasive selon la revendication 1, caracterise 
en ce que le pH de ladite composition est compris entre 1 et 5. 

3. Une composition abrasive selon Tune des revendications 1 a 2, 
1 0 caracterise en ce que le pH de ladite composition est compris entre 2 et 3. 

4. Une composition abrasive selon Tune des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que le diametre moyen des particules abrasives de ladite 
composition est compris entre 12 nm et 100 nm. 

5. Une composition abrasive selon Tune des revendications 1 a 4, 
15 caracterise en ce que le diametre moyen des particules abrasives de ladite 

composition est compris entre 35 nm et 50 nm. 

6. Une composition abrasive selon Tune des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce que la concentration ponderale en particules abrasives de 
ladite composition est comprise entre 5 % et 50 %. 

20 7, une composition abrasive selon Tune des revendications 1 a 6, 

caracterise en ce que la concentration ponderale en particules abrasives de 
ladite composition est comprise entre 25 a 35 %. 

8. Une composition abrasive selon Tune des revendications 1 a 7, 
caracterise en ce que la concentration volumique d'agent tensioactif de ladite 

25 composition est comprise entre 0,001 % et 5%. 

9. Une composition abrasive selon Tune des revendications 1 a 8, 
caract6ris6 en ce que la concentration volumique d'agent tensioactif de ladite 
composition est comprise entre 0,01 % et 1%. 

10. Une composition abrasive selon Tune des revendications 1 a 9, 
30 caracterise en ce que I'agent tensioactif de ladite composition est de type 

anionique ou non ionique. 
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11. Une composition abrasive selon I'une des revendications 1 a 
10, caracterise en ce que I'agent tensioactif de ladite composition est de type 
anionique. 

12. Un abrasif pour le poiissage mecanc-chimique dans I'industrie 
5 des circuits integres, caracterise en ce qu'il comprend un tissu impregne d'une 

suspension aqueuse acide de silice collofdale de pH compris entre 1 et 5. 
contenant des particules individualisees non liees entre elles par des liaisons 
siloxanes de diametre compris entre 12 et 100 nm, et un agent tensioactif. 

13. Un precede pour le poiissage mecano-chimique dans I'industrie 
1 o des circuits integres dans lequel on frotte une couche d'oxyde de silicium a I'aide 

d'un support impregne d'une composition abrasive, caracterise en ce que la 
composition abrasive comprend une suspension aqueuse acide de particules de 
silice colloYdale individualisees, non liees entre elles par des liaisons siloxanes et 
un agent tensioactif. 



15 



